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Тема 4. 
Переключательные и ограничительные диоды



Рис. 20 а
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Переключательный диод с pin-структурой

Первое применение pin-диода – Холл, 1952 г.

ρ ≈ 104 Ом · см
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Эквивалентная схема переключательного диода

Рис. 20 б
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Упрощение эквивалентной схемы переключательного диода
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Рис. 21
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Рис. 21а

Влияние напряжения обратного смещения

Обычно на СВЧ: 

В последовательной эквив. схеме 

r обр ≈ r i + R s

Xобр ≈ X i + Xj ; −20 −10 U, В
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Рис. 22

Прямое смещение pin-диода 
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Рис. 22 а

Влияние тока прямого смещения
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Рис. 22 б

Переключение pin-диода 

| Z |

t п = 1/2 (t уст + t вос)

t восt уст

t п P имп

2 нс 5 Вт

2 мкс 5 кВт

t 

t 



б) Меза-структураа) Пластина
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Варианты конструкции переключательного диода

Рис. 23

в) Планарно-эпитаксиальный диод
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Диоды типа «Самшит»

Рис. 23 г



Мембранная технология

 Формирование кремниевой мембраны

Диффузия для создания p+- и n+-слоев

 Нанесение Au на обе поверхности

 Фотолитография по золоту

Травление Si до формирования структур заданного диаметра

Разрезание на отдельные диоды Рис. 24


